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グラフェンナノリボン(GNR)は、そのエッジの種類(ジグザグ・アームチェア)によって物性が異なり[1]、エッジ物性への
興味や電子デバイス応用を目的としたバンドギャップの形成など多くの注目を集めている。これまでに様々なGNR作成法

が報告されている[例えば 2, 3]。我々はこれまでに、傾斜 SiC基板に特有の周期ナノファセット表面[4]をテンプレートに用

い、固体カーボンを用いたMBE法によるGNRの作製を行い、傾斜 6H-SiC基板(4˚off toward [1-100])を用いて 10nm幅のリ
ボンアレイを作製し、角度分解光電子分光(ARPES)によってK点にバンドギャップを観察している[5]。 

SiCナノ表面は、傾斜 SiC基板を高温水素ガスエッチングすることによって得られるテラス/ファセットが周期的にオー
ダリングした表面であり、その積層周期の違いによってオーダリング周期が変化する。例えば 6H-SiCの場合、10nm幅の

(0001)テラス面と 10nm幅のファセット面が周期的に配列するのに対して、4H-SiCの場合、5nmのテラス/ファセットが配

列する。SiCナノ表面へMBE法によってグラフェンを成長させると、テラス(0001)面へ選択的にグラフェンが成長するた
め、テンプレートとして用いる SiC基板によって異なる幅のGNRが作成可能である。 

さらに、SiC ナノ表面は[1-100]および[11-20]のどちらの傾斜方向においても直線的なステップバンチングが観察される。

SiC基板とその上にエピタキシャル成長するグラフェンは 30˚回転した結晶方位となるため、図１のモデル図に示すように
SiC基板の傾斜方向を変化させ、SiCのエッジ構造を制御することでグラフェンのエッジ構造の制御が可能であると考えら

れる。本報告では、上記のような傾斜 SiC基板の特徴を利用し、傾斜 6H-SiC基板(4˚off toward [11-20])および傾斜 4H-SiC
基板(4˚off toward [1-100])を用いてグラフェンナノリボンのエッジ構造やリボン幅の制御を試みた結果を報告する。 

実験は傾斜 SiC基板を高温水素ガスエッチングし、SiCナノ表面を作製した後にMBEチャンバー(<10-9 torr)に導入し固体

カーボン源を用いたMBE法によってバッファー層を作製する。その後、水素インターカレーション処理を行い単層 GNR
を作製した。作製したGNRの評価にはAFM、顕微ラマン分光、角度光電子分光(ARPES)を用いた。 

図２に傾斜 4H-SiC基板(4˚off toward [1-100])を用いて作製したサンプルのARPES観察結果のEDC図を示す。比較のため

に 6H-SiC 4˚off [1-100]を用いた 10nm幅のGNRのデータ[5]を示した。リボン幅を反映した僅かに大きなバンドギャップが
観察された。当日は傾斜 6H-SiC基板(4˚off toward [11-20])を用いてジグザグエッジGNRsの作製を試みた結果も報告する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
References 
[1]  K Nakada et al.,  Phys. Rev. B, 54, 17954 (1996). 
[2]  L. Jiao et al., Nature 458, 877 (2009).  
[3]  J. Cai et al., Nature 466, 470 (2010). 
[4]	
 H. Nakagawa et al., Phys. Rev. Lett. 91, 226107 (2003). 
[5]	
 T. Kajiwara et al., arXiv:1210.4304v1 

SiC$
Graphene$
(30°$rota2on)$

[11620]SiC$

Zigzag&edge&

[16100]SiC$
SiC$

Graphene$
(30°$rota2on)$

Arm,chair&edge&

6H#SiC�4H#SiC�

6H#SiC(4˚off([1#100]((����[5](
4H#SiC(4˚off([1#100](
4H#SiC(4˚off([1#100](
4H#SiC(4˚off([1#100](
4H#SiC(4˚off([1#100](

Binding(energy((eV)�

In
te
ns
ity

(a
rb
.u
ni
t)
�

	
 	
 図１.エッジ構造モデル 	
 	
 図３.ARPES観察結果(EDC) 
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